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製品概要と特長

2022年7月、東芝DS社は第3世代となるSiC MOSFETを開発し、同年8月から量産を

開始した(TWxxNxxxCシリーズ)。 この新製品は、第2世代品と比較して、単位面積あたりの
オン抵抗(RONxA)を約 43% 低減、ドレイン - ソースのオン抵抗、ゲート - ドレイン電荷を低
減により、スイッチング損失が約20%削減されている。

SiC MOSFETのP型の拡散領域（P-well）の下側に窒素を注入。これにより、広がり抵抗

（Rspread）を削減し、SBDの電流を増加。 また、JFET領域にも窒素を注入し、JFETの面積

を小さくしている。

レポート内容
・ ゲートピッチとSBD幅が第 2 世代品よりも縮小されていることを観察し、

SCM結果より、JFET領域とPwell下に窒素注入を確認した。
これらの結果が性能向上に寄与していると考えられる。

① 東芝 第3世代 1200V SiC MOSFET 構造解析レポート ： 価格85万円（税別) 発注後1weekで納品
・パッケージ観察、チップ観察
・SiC MOSFET平面解析： 配線接続、レイアウト確認
・SiC MOSFET断面解析： セル部、チップ終端部
・SiC MOSFET断面SCM 1) + ライン解析： セル部
・第3世代650V SiC MOSFETや第2世代との構造比較

② 東芝 第3世代1200V SiC MOSFET プロセス解析レポート： 価格60万円（税別) 発注後1weekで納品
・電気特性評価、電気的特性とデバイス構造の関係
・製造プロセスフローの推定およびデバイス特性解析
・第2世代品、ローム、WLFSPD、Infineonなど他社との比較

型番：TW060N120C 第3世代 1200V SiC MOSFET Id=36A、Ron=60mΩ

製品リリース日： 2022年8月

1) SCM: Scanning Capacitance Microscopy: 導電性探針を用いて半導体表面を走査し、P/Nキャリア分布を二次元的に可視化する手法。

SiC MOSFET(1200V)： 東芝デバイス＆ストレージ製 (TW060N120C)
構造解析、プロセス解析レポート
SiC MOSFET(1200V)： 東芝デバイス＆ストレージ製 (TW060N120C)
構造解析、プロセス解析レポート

パッケージ写真
チップ写真 セル部断面写真
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構造解析レポートの抜粋



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385  e-mail: contact@ltec.biz
664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目４２－８ HP: https://www.ltec-biz.com/

(a) チャネル、(b) Pwell、(c) N-epi層の濃度プロファイルを取得

外周部

構造解析レポートの抜粋

セル部

(JTE : Junction Termination Extension)
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プロセス解析レポートからの抜粋
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・プロセスフロー

・電気特性評価

TOSHIBA製品と他社のSiC MOSFETの特性比較

逆ドレイン電流（ショットキーダイオード）特性のゲート電圧(VGS)依存性デバイス温度をパラメータとしたオフ状態のIdss-Vds特性

プロセス解析レポートからの抜粋
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